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１．概要（Summary） 

優れたデバイス特性が期待できるダイヤモンドパワー

デバイスの実現には、様々なデバイス構造の作製に対応

可能なプロセス技術の確立が必要となる。そこで今回東

京工業大学微細加工プラットフォームの電子線リソグラフ

ィ装置を利用してダイヤモンド基板上にデバイスパターン

の描画を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム露光装置 

電子ビーム露光データ加工ソフトウェア 

走査電子顕微鏡 

高真空蒸着装置 

【実験方法】 

ダイヤモンド基板上への描画に先立ち、シリコン基板上

へのテスト描画を行った。まずアセトン洗浄を行ったシリコ

ン基板上に OAP をスピンコーティングし、オーブンで

170 ℃、10 分の条件でプリベークを行った。その後レジ

ストをスピンコーティングし、ホットプレートで 90℃、90 秒

の条件でプリベークを行った。レジストが塗布された基板

を電子線リソグラフィ装置で露光した。露光量は 150 μ

C/cm2とした。 

シリコン基板でのテスト描画後、実際のダイヤモンド基

板(2×2 mm)上へのパターン描画を行った。基本的なプ

ロセスは上述のシリコン基板の場合とほぼ同じであるが、

ダイヤモンド基板は絶縁性のため、描画時のチャージアッ

プを防ぐ目的で導電コーティングを行った。ダイヤモンド

基板に描画したパターンは実際のデバイスパターンの他

に、ライン&スペースの描画も行った。なお、パターンの最

小線幅は 1 μmである。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

シリコン基板上に描画したパターンの光学顕微鏡像を

Fig. 1 に示す。シリコン基板上では設計通りのデバイスパ

ターンが描画されていることを確認した。Fig. 2にダイヤモ

ンド基板上に描画したデバイスパターンの光学顕微鏡像

を示す。ダイヤモンド上でもテスト描画と同様に設計通りの

パターンを得ることができた。 

 

Fig. 1 An optical microscope image of device 

patterns on a Si substrate. 

 

 

Fig. 2 An optical microscope image of a device 

pattern on a diamond substrate. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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